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Toshiba offers an extensive portfolio of low-VDSS and mid/high-VDSS MOSFETs in various circuit configurations and 

packages, featuring high speed, high performance, low loss, low on-resistance, small packaging, etc.

Toshiba has decades of experience in the development and manufacturing of MOSFETs. Its main products 

include the mid-to high-voltage DTMOS Series with a VDSS of 600 V or so and the low-voltage U-MOS Series with 

a VDSS of 12 V to 250 V.

東芝のMOSFETは、高速、高性能、低損失、低オン抵抗、小型パッケージなどの特長を有し、低耐圧品から中高耐圧品まで、幅広い構成とパッ
ケージラインアップを提供しています。
開発と製造を長年にわたって手掛けてきており、現在では、耐圧600 Vを中心とした中高耐圧品DTMOSシリーズと、耐圧12 Vから250 Vの
低耐圧品U-MOSシリーズを展開しています。

Structures of Toshiba MOSFETs　東芝MOSFETの構造

● -MOS

Toshiba Power MOSFETs use a double-diffusion MOS (D-MOS) structure, which 

provides high withstand voltage, to form channels. This structure is especially well 

suited to high withstand voltage and high-current devices. A high level of 

integration yields a high-performance Power MOSFET with low on-resistance and 

low power loss.

二重拡散によりチャネルを形成し、高耐圧を得るD-MOS（Double Diffusion MOS）と呼ばれる構造を採用
しています。この構造は高耐圧･大電流化が容易です。また高集積化ができ、低オン抵抗･低損失で高性能の
パワーMOSFETを実現することができます。

● U-MOS

Higher channel density is achieved by connecting channels vertically to form a 

U-groove at the gate region, a structure that yields a lower on-resistance than other 

MOSFET structures. The trench structure is primarily used for relatively low-VDSS 

MOSFETs.

ゲートをU溝とし、チャネルを縦方向に形成することで高集積化を実現し、低オン抵抗化をしています。この
構造は比較的低耐圧のMOSFETに使用されます。

● DTMOS

The super-junction structure, which has P-type pillar layers as shown at left, realizes 

high withstand voltage and on-resistance lower than the conventional theoretical 

limit of silicon.

左図のように垂直方向にP層を形成することで高耐圧と低オン抵抗を合わせもった、従来のシリコンリミット
を超越した特性を実現することができます。

Double-Diffusion Structure
二重拡散構造

Trench Structure
トレンチ形構造

Super-Junction Structure
スーパージャンクション構造

Toshiba's MOSFETs Meet

a Wide Range of Application Needs.
幅広いニーズに応える東芝のMOSFET
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High-efficiency MOSFET series for AC-DC and DC-DC power 

supplies, fabricated using the latest Gen-8 and Gen-9 trench-gate 

process.

最新のトレンチ第8世代および第9世代プロセスを採用した、AC-DC電源/DC-DC電源向
けに開発した高効率MOSFETシリーズです。

Low on-resistance achieved by combining advanced trench-gate 

process and packaging technologies.

トレンチプロセス技術とパッケージ技術を融合させることで、低オン抵抗特性を実現したシ
リーズです。

Product series housed in small packages suitable for high-density 

board assembly for cell phone and other mobile applications.

携帯機器などの高密度実装に対応した小型パッケージシリーズです。

The super-junction DTMOS Series achieves low on-resistance and 

low gate charge (Qg) due to the use of the latest super-junction 

structure.

最新スーパージャンクション構造を適用することで、低オン抵抗・低容量を実現したシリー
ズです。

The latest addition to the -MOS portfolio, the -MOSVII Series 

offers reduced capacitances due to optimized chip design and is 

available with a greatly wider range of electrical characteristics.

チップデザインの最適化により容量特性を低減、さらにラインアップを大幅に拡充した
-MOSの最新シリーズです。

Automotive-grade MOSFETs feature low on-resistance, low 

capacitance, high current and high quality, and help improve the 

performance and reduce the power consumption of automotive 

applications.

低オン抵抗/低容量/大電流/高品質で、車載アプリケーションの性能改善と省エネに貢献し
ます。

Low Voltage MOSFETs
低耐圧MOSFET

VDSS = 12 V to 250 V

Mid-High Voltage MOSFETs
中高耐圧MOSFET

VDSS = 200 V to 900 V

Automotive MOSFETs
車載MOSFET
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Applications　アプリケーション

High-Speed Switching Series　高速スイッチングシリーズ

Low On-Resistance Series　低オン抵抗シリーズ

DTMOS Series　DTMOSシリーズ

Automotive MOSFETs　車載MOSFET

Small Package Series　小型パッケージシリーズ

-MOS Series　 -MOSシリーズ

● List of Packages　パッケージ一覧 ......................................................  Page 26

● Part Naming Conventions　品番付与法 .........................................  Page 28

● Web Simulator　Webシミュレータのご紹介 .......................................  Page 30
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AC-DC Power Supplies / AC Adapters

AC-DC電源 / ACアダプタ

Isolated DC-DC Converters

絶縁型DC-DCコンバータ

Non-isolated DC-DC Converters

非絶縁型DC-DCコンバータ

PMIC: Power Management IC

USB PD: USB Power Delivery

USB PD

Load Switch
ロードスイッチ

SSM6J511NU
SSM6J512NU

PMIC / 
Charger

DCDC
cont

VBAT

Battery Charger Circuit
バッテリ充電回路

Battery
バッテリ

12 V Input
12 V入力

DC-DC Converter
DC-DCコンバータ

SSM6K781G
SSM6N57NU

SSM6N61NU
SSM6L61NU

Load Switch
ロードスイッチ

SSM6J507NU
SSM6K513NU
SSM6K514NU

Toshiba offers U-MOSVIII-H and other series with a VDSS ranging from 12 V to 250 V. These MOSFET series combine advanced 

trench-gate process and packaging technologies to deliver low on-resistance and high-speed switching. Our product portfolio 

includes an extensive array of MOSFETs in small packages suitable for various applications.

耐圧12 Vから250 VのU-MOSVIII-Hシリーズを中心にラインアップを展開しています。優れたトレンチプロセス技術とパッケージ技術の融合により、低オン抵抗
特性と高速スイッチング特性を実現、充実した小型パッケージラインアップにより、様々な用途に応じた製品を提供します。

For general specifications of the MOSFETs shown in block diagrams, see the product selection tables on the following pages.

ブロック図中に表示されているMOSFETのラインアップは、下記ページを参照してください。

Smartphone / Tablet
スマートフォン／タブレット

As the battery capacity for mobile devices increases, the charging current also increases. To meet the high-current need, Toshiba 

offers MOSFETs in small packages featuring high power dissipation. These MOSFETs are suitable for switching applications in 

high-current charger circuits.

携帯電話の電池容量が増大するなか、充電電流も増加する傾向にあります。このような大電流対応を実現するべく、高許容損失の小型パッケージに製品展開しま
した。大電流充電回路のスイッチ用途として適しています。

Block Diagrams　ブロック図 Product Lineup　製品ラインアップ

Page 6 to 11
High-Speed Switching Series
高速スイッチングシリーズ

Page 14 to 17
Small Package Series 
小型パッケージシリーズ 

Page 14 to 17
Small Package Series 
小型パッケージシリーズ 

Page 6 to 11
High-Speed Switching Series
高速スイッチングシリーズ

Page 12 to 13
Low On-Resistance Series
低オン抵抗シリーズ

Reference　参照ページ

MOSFET Lineup　MOSFETラインアップ

Application Example for a Mobile Device　携帯機器の充電回路例

High-speed switching
高速スイッチング用

Load switches
ロードスイッチ用

High-speed switching
高速スイッチング用
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CPU

AC Input
AC入力

AC Adapters
ACアダプタ

Load Switch
ロードスイッチ

Battery Pack　バッテリパック

Notebook PC  ノートPC

Battery Protection
バッテリ保護用

Charger
チャージャ

1.x V

1.5 V

5.0 V

3.3 V

12 V - 20 V

Non-isolated
DC-DC Converters

非絶縁型
DC-DC コンバータ

Peripheral
 Circuit/USB

周辺回路/USB

Peripheral

 Circuit

周辺回路

Memory
メモリ

Non-isolated
DC-DC Converters

非絶縁型
DC-DC コンバータ

Non-isolated
DC-DC Converters

非絶縁型
DC-DC コンバータ

Non-isolated
DC-DC Converters

非絶縁型
DC-DC コンバータ

Non-isolated
DC-DC Converters

非絶縁型
DC-DC コンバータ

1.x V

1.5 V

MCU

Non-isolated
DC-DC

Converters

非絶縁型
DC-DC
コンバータ

Non-isolated
DC-DC

Converters

非絶縁型
DC-DC
コンバータ

Memory

メモリ

AC-DC
Power

Supplies

AC-DC電源

5 V

12 V

3.3 V

AC Input
AC入力

Load Switch
ロードスイッチ

Load Switch
ロードスイッチ

AC Adapter
or

AC-DC
Power

Supplies

ACアダプタ
または

AC-DC電源

Non-isolated
DC-DC

Converters

非絶縁型
DC-DC
コンバータ

Non-isolated
DC-DC

Converters

非絶縁型
DC-DC
コンバータ

LCD Backlight

LCDバックライト

Processor
Tuner
Audio

プロセッサ
チューナ
オーディオ

Inverter
インバータ

Isolated
DC-DC

Converters
絶縁型
DC-DC
コンバータ

AC-DC
Power

Supplies

AC-DC電源

AC Input
AC入力

AC Input
AC入力

Motor
モータ

Motor
モータ

M

M

Lithium-Ion Battery Cell
リチウムイオン電池セル

Battery
バッテリ

AC Input
AC入力

48 V/24 V 12 V
Load
負荷

Load
負荷

Isolated
DC-DC

Converters
絶縁型
DC-DC
コンバータ

Isolated
DC-DC

Converters
絶縁型
DC-DC
コンバータ

Non-isolated
DC-DC

Converters
非絶縁型
DC-DC
コンバータ

Non-isolated
DC-DC

Converters
非絶縁型
DC-DC
コンバータ

AC-DC
Power

Supplies
AC-DC電源

AC Input
AC入力 AC Input

AC入力

1.x V

1.8 V

12 V

ORing
オアリング

Load Switch
ロードスイッチ

AC-DC
Power

Supplies
AC-DC電源

AC-DC
Power

Supplies
AC-DC電源

Non-isolated
DC-DC

Converters
非絶縁型
DC-DC
コンバータ

Non-isolated
DC-DC

Converters
非絶縁型
DC-DC
コンバータ

MCU

Memory
メモリ

Power Supply for a Desktop PC
デスクトップPC用電源

Uninterruptible Power Supply (UPS)
UPS（無停電電源装置）

Internal Power Supply of a Notebook PC / AC Adapter / Battery Pack
ノートPC内部電源／ACアダプタ／バッテリ

Motor Control 
モータ制御

LCD Television
液晶TV

Power Supply for a Communication Base Station
通信基地局電源

Power Supply for a Server
サーバ電源
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SOP Advance

PS-8

TSON Advance

S-Mini

SOT-23F

SMV
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CST6D
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U-MOSVIII-H and U-MOSIX-H are high-efficiency MOSFET series specifically designed for use in the secondary side of AC-DC power 

supplies for notebook PC adapters, game consoles, servers, desktop PCs, flat-panel displays, etc., as well as DC-DC power supplies for 

communication equipment, servers and data centers.  Fabricated with the latest Gen-8 and Gen-9 trench MOS processes, U-MOSVIII-H 

and U-MOSIX-H will help improve the efficiency of power supplies.

ノートPCのアダプタ/ゲーム機/サーバ/デスクトップPC/フラットパネルディスプレイなど、様々なアプリケーションのAC-DC電源の2次側用途、あるいは、通信機器/サー
バ/データセンタなどのDC-DC電源用途向けに開発した高効率MOSFETシリーズです。最新のトレンチMOS第8世代、および第9世代プロセスを採用しており、電源の高
効率化に貢献します。

● Fabricated with a Gen-8 and Gen-9 trench MOS process designed for various 
power supply applications

● On-resistance, RDS(ON),  less than 1m
TPHR9003NL: RDS(ON) = 0.77 m  (VGS = 10 V, ID = 30 A)

● Provides significantly better trade-offs between on-resistance and input capacitance
● Offers high avalanche ruggedness
● Available in various packages
● 各種電源向けに開発したトレンチMOS第8世代および第9世代プロセスを採用
● 1 m を切る低オン抵抗（RDS(ON)）製品をラインアップ
TPHR9003NL： RDS(ON) = 0.77 m（VGS = 10 V、ID = 30 A）

● 低オン抵抗特性と低入力容量特性のトレードオフを大幅に改善
● 高アバランシェ耐量を実現
● 豊富なパッケージ

High-speed MOSFETs are mainly housed in small surface-mount packages that 
are ideal for space-critical applications.

パッケージは小型面実装タイプを中心に展開しており、高密度電子機器に適しています。

U-MOSVIII-H and U-MOSIX-H: Latest-generation trench MOS series
トレンチMOS最新世代 U-MOSVIII-H/U-MOSIX-H シリーズ

Features of the U-MOS Series　U-MOSシリーズ製品の特長

Package Lineup　パッケージラインアップ
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High-Speed Switching Series
高速スイッチングシリーズ

Low Voltage MOSFET　低耐圧MOSFET
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13.6 V

56ns

15 V

>100ns

Synchronous-rectified step-down converter
同期整流式降圧型

High Side
ハイサイド

Low Side
ローサイド

+VOUT+VIN

Control
Circuit

制御回路

Company A

Company B

Company C

Company D

Company E

Company F

Company G

Company H

Toshiba
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量

VDSS = 30 V

On-Resistance Ron (max) (m )
オン抵抗（最大）

* Test conditions: Switching noise test equipment (VIN = 12 V, VOUT = 5 V, IOUT = 12 A)
* 試験条件： スイッチングノイズ評価装置 (VIN = 12 V, VOUT = 5 V, IOUT = 12 A)

* Input-to-Output Voltage Ratio: Output_Voltage/Input_Voltage
* 降圧比： 入出力電圧の比 (出力電圧/入力電圧)

Features　特長

Recommended Products　推奨製品

Smartphones and other sophisticated mobile devices, communication equipment and data 

processing devices contain many DC-DC converters. Although non-isolated DC-DC 

converter ICs are used for low output power applications, you can not only increase the 

output power by using discrete MOSFETs but also improve efficiency by combining optimal 

MOSFETs on the high side and low side.

スマートフォンなどの高機能なモバイル機器や、通信機器、データ処理機器には多数のDC-DCコンバータが搭載さ
れています。非絶縁型DC-DCコンバータは小出力のものはICも使用されますが、単体MOSFETを用いることで高
出力化できるだけでなく、ハイサイド/ローサイドの最適な組み合わせにより高効率化も図れます。

1. High-Speed Switching　高速スイッチング

The U-MOSVIII-H Series exhibits high-speed switching speed 

thanks to the industry's best Ron-Crss performance.

業界トップクラスのRon-Cｒss特性により、高速スイッチングを実現しています。

2. Reduced Switching Noise　スイッチングノイズの低減

As a consequence of the snubber effect, the U-MOSVIII-H and 

U-MOSIX-H Series suppresses switching noise and ringing 

more effectively than the U-MOSVII-H Series.

U-MOSVIII-H/U-MOSIX-Hは、スナバ効果により、U-MOSVII-Hに対してノイズ、
リンギングを低減しています。

Non-isolated DC-DC Converters　非絶縁型DC-DCコンバータ

Output Current　出力電流Input-to-Output Voltage Ratio

降圧比

High Side

ハイサイド

Low Side

ローサイド

High Side

ハイサイド

Low Side

ローサイド

High Side

ハイサイド

Low Side

ローサイド

Up to 0.08
VIN = 19 V
VOUT = 1 V

Up to 0.15
VIN = 12 V
VOUT = 1 V

Up to 0.5
VIN = 12 V
VOUT = 5 V

Up to 5 A Up to 10 A Up to 15 A Up to 20 A Up to 25 A Up to 30 A

SSM3K333R

TPCC8067-H

SSM6K504NU

TPCC8066-H

TPCC8066-H

TPN11003NL 

TPN11003NL

TPCC8065-H

TPCC8065-H

TPN8R903NL

TPN8R903NL

TPN6R003NL

TPCC8066

TPN11003NL
TPN8R903NL TPN6R003NL

TPN4R303NL

TPCA8059-H

TPH6R003NL

TPN4R303NL

TPCA8057-H

TPN2R703NL

TPH3R203NL

TPCA8055-H

SSM6K504NU

TPCC8067-H

SSM6K504NU

TPCC8066-H

TPN11003NL 

TPN11003NL

TPCC8065-H

TPCC8065-H

TPCA8065-H

TPN8R903NL

TPN8R903NL

TPN6R003NL
TPN6R003NL

TPCC8066

TPN11003NL

TPCC8065-H

TPN8R903NL
TPN6R003NL

TPN4R303NL

TPCA8059-H

TPN6R003NL

TPN4R303NL

TPCA8057-H

TPN2R703NL

TPH3R203NL

TPCA8055-H

SSM6K504NU

TPCC8067-H

TPN11003NL

TPCC8065-H

TPN8R903NL

TPN8R903NL

TPN6R003NL

TPN4R303NL

TPCA8059-H

TPN6R003NL

TPN4R303NL

TPCA8057-H

SSM6K504NU

TPCC8067-H

TPN11003NL

TPCC8065-H

TPN8R903NL
TPN6R003NL

TPN4R303NL

TPCA8059-H

TPN6R003NL

TPN4R303NL

TPCA8057-H

Circuit Examples
回路例

The optimal pair of a high-side and a low-side MOSFET depends on the required output current. The following table gives examples of recommended MOSFET 
pairs according to the output current requirement.

出力に応じて最適なハイサイド・ローサイドの素子の組み合わせは変わります。下表は、出力に応じた推奨例となります。
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VOUT

Drive Circuit
駆動回路

Control
Circuit
制御回路

VIN

Control
Circuit
制御回路 Drive Circuit

駆動回路

VOUT VIN

Drive Circuit
駆動回路

Control
Circuit
制御回路

VOUT

TPH4R50ANH (4.5 m  max)

Company A (4.6 m  max)

E
ff
ic

ie
n
c
y
 (

%
)

効
率

10000

1000

100 92

94

96

98

1 5 10 15 20 25 3010 100 1000

VIN

Forward　フォワード型 Half-Bridge　ハーフブリッジ型 Full-Bridge　フルブリッジ型

Company A

Company B

Company C

Company D

Company E

Company F

Company G

Company H

Toshiba

In
p
u
t 
C

a
p
a
c
it
a
n
c
e
 C

is
s
 (

p
F

)
入
力
容
量

On-Resistance Ron (max) (m )
オン抵抗（最大）

Output Current (A)
出力電流

VDSS = 100 V

* Test conditions: 120-W full-bridge, VIN = 48 VDC, VOUT = 12 V same MOSFET on both the 
  primary and secondary sides
  (four MOSFETs in two parallel circuit branches on the primary side)

* 測定条件： 120 Wフルブリッジ型、VIN = 48 VDC、VOUT = 12 V 1次側/2次側同一製品を使用。 2次側は2個並列、4個使用。

250 V

200 V

150 V

100 V

80 V

60 V

Output Power　出力電力
Up to 150 W

Forward (Active Clamp)
フォワード型（アクティブクランプ方式）

Up to 300 W
Half-Bridge
ハーフブリッジ型

Up to 500 W
Full-Bridge
フルブリッジ型

Up to 1000 W
Full-Bridge
フルブリッジ型

TPH4R606NH

TPH8R008NH

TPH8R80ANH

TPH2R306NH(2parallel)

TPH4R008NH(4parallel)
TPW4R008NH(4parallel)

TPH4R50ANH(4parallel)
TPW4R50ANH(4parallel)

TPH2R306NH

TPH4R008NH
TPW4R008NH

TPH4R50ANH
TPW4R50ANH

TPN5900CNH
TPH3300CNH

TPN1110ENH

TPH1110FNH

TPH6400ENH

TPH1R204PL

TPN6R003NL
TPH6R003NL
TPN4R303NL
TPH4R003NL

TPH1R403NL
TPHR9003NL
TPWR8503NL

TPHR9003NL(2parallel)
TPWR8503NL

TPHR9003NL(4parallel)
TPWR8503NL(2parallel)

TPHR9003NL(8parallel)
TPWR8503NL(4parallel)

TPHR8504PL40 V
(VOUT = 5 V)

30 V
(VOUT = 3.3 V)

60 V
(VOUT = 12 V)

75 V
(VOUT = 12 V)

80 V
(VOUT = 12 V)

100 V
(VOUT = 12 V)

150 V
(VOUT = 24 V)

200 V
(VOUT = 36 V)

250 V
(VOUT = 48 V)

45 V
(VOUT = 12 V/5 V) TPH1R005PL

TPHR8504PL(2parallel)
TPWR8004PL

TPHR8504PL(4parallel)
TPWR8004PL(2parallel)

TPH2R306NH(2parallel)

TPH2R608NH(2parallel)

TPH4R008NH(4parallel)
TPW4R008NH(3parallel)

TPH4R50ANH(4parallel)
TPW4R50ANH(3parallel)

TPH2R306NH(2parallel)

TPH1R005PL(4parallel)TPH1R005PL(2parallel)

TPH2R608NH

TPH4R008NH(2parallel)
TPW4R008NH(2parallel)

TPH4R50ANH(2parallel)
TPW4R50ANH(2parallel)

TPH5R906NH
TPH4R606NH

TPH4R008NH
TPW4R008NH

TPH4R50ANH
TPW4R50ANH

TPH1500CNH

TPH2900ENH

TPH5200FNH

TPH1500CNH(2parallel)

TPH2900ENH(2parallel)

TPH5200FNH(2parallel)

TPH1500CNH(4parallel)

TPH2900ENH(4parallel)

TPH5200FNH(4parallel)

TPN22006NH

TPN30008NH

TPN3300ANH

TPN5900CNH

TPN1110ENH

TPN2010FNH

TPN14006NH
TPN7R506NH

TPN13008NH
TPH8R008NH

TPN1600ANH
TPH8R80ANH

TPH3300CNH

TPH6400ENH

TPH1110FNH

Primary-Side Switch
一次側スイッチ

Primary-Side Switch
一次側スイッチ

Primary-Side Switch
一次側スイッチ

Secondary-Side Switch
二次側スイッチ

Secondary-Side Switch
二次側スイッチ

Secondary-Side Switch
二次側スイッチ

Isolated DC-DC converters are widely used for two kinds of applications: 1) applications in which the output circuit must be isolated from the input circuit, and 2) 

those in which there is a large difference between input and output voltages. Forward, half-bridge and full-bridge DC-DC converters are used according to the 

required output power.

絶縁型DC-DCコンバータは、入力・出力間を絶縁する目的で使用される他、入出力電圧比が高い場合にも使用されます。出力に応じてフォワード型、ハーフブリッジ型、フルブリッジ型が使い分けられます。

Isolated DC-DC Converters　絶縁型DC-DCコンバータ

Circuit Examples　回路例

Features　特長

Recommended Products　推奨製品

1. High-Speed Switching　高速スイッチング 2. Improved Efficiency　効率の改善

Drain-Source Voltage

ドレイン・ソース間電圧
VDSS

Primary-Side
Switch

一次側スイッチ

Up to 50 W
Forward
フォワード型

Secondary-Side
Switch

二次側スイッチ
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2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.04.5 5.5 6.0 6.5

Output Current (A)
出力電流

* Test conditions: 120 W adapter, VIN = 100 VAC, VOUT = 19.5 V, critical conduction mode (CRM)
* 測定条件： 120 Wアダプタ、VIN = 100 VAC、VOUT = 19.5 V、出力電流臨界モード

Company A

Company B

Company C

Company D

Toshiba U-MOSVIII-H

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 20162013 2014

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

R
o
n
A

 (
N

o
rm

a
liz

e
d
)

Ro
nA
 （
規
格
化
）

Company B’s previous series 
Ｂ社旧世代

Company B’s current series 
Ｂ社現行世代

At heavy loads: 
About the same efficiency

重負荷： 同等効率

At light loads: 
U-MOSVIII-H is more superior

軽負荷： UMOSVIII-H 優位

Company A’s previous series 
Ａ社旧世代

Company A’s current series 
Ａ社現行世代

VDSS = 100 VVDSS = 100 V

U-MOSVIII-H

行行世世代

Latest　最新世代

U-MOSIX-H

U-MOSIV

* PFC: Power Factor Correction　力率改善

Drive 
Circuit
駆動回路

+VOUT

PFC

ACIN

Synchronous Rectifier Section
同期整流部

Flyback　フライバック型 Half-Bridge　ハーフブリッジ型 Full-Bridge　フルブリッジ型

Drive Circuit
駆動回路

+VOUT

ACIN

Synchronous Rectifier Section
同期整流部

PFC

Drive Circuit
駆動回路

+VOUT

ACIN

Synchronous Rectifier Section
同期整流部

PFC

Flyback power supplies have a very simple circuit configuration that consists of a minimal part count. They are suitable for low-power power supplies. Full-bridge 

power supplies are suitable for relatively high-power power supply applications in the range of 1 kW to 3 kW.

* See the section "Mid-High VDSS MOSFETs" on pages 18 to 21 for a description and a list of MOSFETs for primary-side switching and PFC applications.

フライバック型は、シンプルさを追求した回路構成で、使用部品を極力省いた方式です。小容量電源に適しています。一方、フルブリッジ型は、比較的大容量の電源に向いており、1 kW～3 kWクラスの電
源に最適です。
※一次側スイッチング/PFC用のMOSFETは、18～21ページの「中高耐圧MOSFET」をご参照ください。

AC-DC Converters (Synchronous Rectifier Section)　AC-DCコンバータ（同期整流部）

Circuit Examples　回路例

Features　特長

Recommended Products (Synchronous Rectifier Section)　推奨製品（同期整流部）

1. Reduction of On-Resistance　オン抵抗の低減化
The U-MOSVIII-H Series provides the industry's highest performance in terms 

of on-resistance per die area (RonA), making it ideal for applications that 

require higher efficiency, smaller size, etc.

U-MOSVIII-Hは業界最高水準の性能により、応用機器の効率改善、小型化等に大きく貢献します。

2. Improved Efficiency　効率の改善
The U-MOSVIII-H Series provides about the same efficiency as competitors' 

devices at heavy loads and higher efficiency at light loads.

他社製品と比較して、重負荷時では同等効率、軽負荷時では東芝U-MOSVIII-Hが特性優位を示して
います。

VDSS

Flyback　フライバック型

60 V

100 V

120 V

Up to 20 W Up to 50 W

Output Power　出力電力
Up to 100 W

TPN11006NL, TPH11006NL

TK22A10N1, TK34A10N1
TK22E10N1, TK34E10N1

TK40A10N1, TK65A10N1, TK40E10N1,TK65E10N1
TK65G10N1

TK32A12N1, TK42A12N1
TK32E12N1, TK42E12N1

TK56A12N1, TK72A12N1
TK56E12N1, TK72E12N1

VDSS
Output Power　出力電力

Output Power　出力電力

Full-Bridge　フルブリッジ型

60 V

40 V

80 V

100 V

120 V

Up to 1 kW Up to 2 kW Up to 3 kW

TK100A06N1, TK100E06N1
TPH2R306NH

TPHR8504PL

TPH1R005PL

TPHR8504PL(2parallel) TPHR8504PL(4parallel)

45 V TPH1R005PL(2parallel) TPH1R005PL(4parallel)

75 V TPH2R608NH TPH2R608NH(2parallel) TPH2R608NH(4parallel)

TK100A08N1, TK100E08N1
TPH4R008NH(2parallel)

TK100A10N1, TK100E10N1
TPH4R50ANH(2parallel)

TK72A12N1, TK72E12N1

TK100A08N1(2parallel), TK100E08N1(2parallel)
TPH4R008NH(4parallel)

TK100A08N1(4parallel)
TK100E08N1(4parallel)

TK100A06N1(2parallel), TK100E06N1(2parallel)
TPH2R306NH(2parallel)

TK100A06N1(4parallel), TK100E06N1(4parallel)
TPH2R306NH(4parallel)

TK100A10N1(2parallel), TK100E10N1(2parallel)
TPH4R50ANH(4parallel)

TK100A10N1(4parallel)
TK100E10N1(4parallel)

TK72A12N1(2parallel)
TK72E12N1(2parallel)

TK72A12N1(4parallel)
TK72E12N1(4parallel)

VDSS

Half-Bridge　ハーフブリッジ型

60 V

40 V

80 V

100 V

Up to 100 W Up to 200 W Up to 800 W

TK30A06N1, TK30E06N1, TPN11006NL
TPH11006NL, TPN14006NL, TPH14006NH

TK35A08N1, TK35E08N1
TPH12008NH, TPN13008NH

TK34A10N1, TK34E10N1
TPH1400ANH, TPN1600ANH

TK46A08N1, TK46E08N1
TPH8R008NH

TK100A08N1, TK100E08N1
TPH4R008NH(2parallel)

TK40A10N1, TK40E10N1
TPH8R80ANH

TK100A10N1, TK100E10N1
TPH4R50ANH(2parallel)

Up to 400 W

TK72A08N1, TK72E08N1
TPH4R008NH

TK40A06N1, TK40E06N1
TPH7R506NH, TPN7R506NH

TPH1R204PL TPHR8504PL TPHR8504PL(2parallel)

45 V TPH1R005PL TPH1R005PL(2parallel)

TK100A06N1, TK100E06N1
TPH2R306NH

TK58A06N1, TK58E06N1
TPH4R606NH

TK65A10N1, TK65E10N1
TK65G10N1,TPH4R50ANH

120 V TK32A12N1, TK32E12N1 TK42A12N1, TK42E12N1 TK72A12N1, TK72E12N1TK56A12N1, TK56E12N1
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Single N-ch (VDSS = 30 V to 80 V)　シングルNチャネル
VDSS (V)

30 V 40 V 45 V 60 V 75 V 80 V

TPC6008-H

TPC8067-H

TPCC8067-H

TPC8066-H

TPCC8066-H

TPH11003NL

TPN11003NL

TPC8065-H

TPCC8065-H

TPCC8068-H

TP89R103NL

TPCA8068-H

TPC8064-H

TPCA8065-H

TPC8063-H

TP86R203NL

TPC8055-H

TPC8056-H

TPC8057-H

TPC8058-H

TPC8059-H

TPC8062-H

TPCC8064-H

TPCA8064-H

TPH8R903NL

TPN8R903NL

TPCA8063-H

TPCC8062-H

TPN6R003NL

TPCA8062-H

TPCA8059-H

TPCA8091-H*

TPCA8058-H

TPH6R003NL

TK40P03M1

TPH4R003NL

TPN4R303NL

TPCA8057-H

TK45P03M1

TPN2R703NL

TPH3R203NL

TPCA8056-H

TK50P03M1

TPCA8055-H

TPH1R403NL

TPHR9003NL

TPWR8503NL*

60

25

25

16

15

11

11

11.4

11.6

11.6

9.1

11.6

8.4

11.4

7

6.2

2.1

2.4

2.8

3.2

4

5.8

8.2

8.2

8.9

8.9

6.8

5.6

6

5.6

3.8

6

3

6

10.8

4

4.3

2.6

9.7

2.7

3.2

2.2

7.5

1.9

1.4

0.9

0.85

TPC6009-H

TPC8089-H

TPC8052-H

TK15S04N1L*

TPC8047-H

TPC8045-H

TPC8046-H

TK20P04M1

TPCA8052-H

TPCA8047-H

TPCA8046-H

TK40P04M1

TPCA8045-H

TK50A04K3

TK50P04M1

TK65S04N1L*

TK80A04K3L

TK100S04N1L*

TPH1R204PL*

TPHR8504PL*

TPWR8004PL*

TK200F04N1L*

81

32

11.5

17.8

7.6

3.9

5.7

29

11.3

7.3

5.4

11

3.6

3.5

8.7

4.3

2.4

2.3

1.24

0.85

0.8

0.9

TPH1R005PL* 1.04

TPCP8007-H

TPC6010-H

TPC8053-H

TPN22006NH

TPC8050-H

TPC8049-H

TPN14006NH

TPH14006NH*

TPCA8053-H

TPC8048-H

TPH11006NL

TPN11006NL

TPH7R506NH*

TK25S06N1S**

TPN7R506NH

TPCA8049-H

TPH5R906NH*

TK30A06N1

TK30E06N1

TPH4R606NH*

TPCA8048-H

TK40A06N1

TK40E06N1

TK58A06N1

TK58E06N1

TPH2R306NH*

TK90S06N1S**

TK100A06N1

TK100E06N1

57

59

22.5

22

14.5

10.7

14

14

22.3

6.9

11.4

11.4

7.5

18.5

7.5

10.4

5.9

15

15

4.6

6.6

10.4

10.4

5.4

5.4

2.3

3.3

2.7

2.3

TK80A08K3

TPH2R608NH

TPW2R508NH*

4.5

2.6

2.5

TPN30008NH

TPC8051-H

TPN13008NH*

TPH12008NH

TPCA8051-H

TPH8R008NH*

TK35A08N1

TK35E08N1

TK46A08N1

TK46E08N1

TPH4R008NH

TK72A08N1

TK72E08N1

TK100A08N1

TK100E08N1

TPW4R008NH*

30

9.7

13.3

12.3

9.4

8

12.2

12.2

8.4

8.4

4

4.5

4.3

3.2

3.2

4

ID
(A)

5

5.3

5.9

6.1

7.2

9

9.6

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

24

25

26

27

28

30

32

34

35

38

40

42

45

46

47

48

50

56

58

60

65

72

80

90

100

116

150

200

RDS(ON) 
(m )

RDS(ON) 
(m )

RDS(ON) 
(m )

RDS(ON) 
(m )

RDS(ON) 
(m )

RDS(ON) 
(m )

High-speed switching
高速スイッチング用

Load switches
ロードスイッチ用Product Selection Guide　製品セレクションガイド

High-Speed Switching Series  Designed for General-Purpose Switching Power Supply Applications

高速スイッチングシリーズ　汎用スイッチング電源用

*: New Product   **: Under Development
*: 新製品　**: 開発中
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Single N-ch  (VDSS = 100 V to 250 V)　シングルNチャネル
VDSS (V)

100 V 120 V 150 V 200 V 250 V

TK8A10K3

TPN3300ANH

TK12A10K3

TPN1600ANH

TK18E10K3

TK22A10N1

TK22E10N1

TPH1400ANH*

TK25A10K3

TPH8R80ANH*

TK33S10N1H**

TK34A10N1

TK34E10N1

TK40A10N1

TK40E10N1

TK55S10N1*

TPH4R50ANH*

TK65A10N1

TK65E10N1

TK65G10N1

TPW4R50ANH*

TK100A10N1

TK100E10N1

TK160F10N1*

120

33

80

16

42

13.8

13.8

13.6

40

8.8

9.7

9.5

9.5

8.2

8.2

6.5

4.5

4.8

4.8

4.5

4.5

3.8

3.4

2.4

TK32A12N1

TK32E12N1

TK42A12N1

TK42E12N1

TK56A12N1

TK56E12N1

TK72A12N1

TK72E12N1

13.8

13.8

9.4

9.4

7.5

7

4.5

4.4

TPH5900CNH

TPN5900CNH

TPH3300CNH

TPH1500CNH

TPW1500CNH*

59

59

33

15.4

15.4

TPH1110ENH

TPN1110ENH

TPH6400ENH

TPH2900ENH

TPW2900ENH*

114

114

64

29

29

TPH2010FNH

TPN2010FNH

TPH1110FNH

TPH5200FNH

TPW5200FNH*

198

198

112

52

52

ID
(A)

5.6

7.2

8

9

9.4

10

12

13

17

18

22

24

25

26

32

33

34

38

40

42

55

56

60

65

72

92

100

160

RDS(ON) 
(m )

RDS(ON) 
(m )

RDS(ON) 
(m )

RDS(ON) 
(m )

RDS(ON) 
(m )

Dual N-ch x 2　デュアルNチャネル × 2
VDSS (V)

30 V 40 V 60 V 80 V

TPCP8205-H

TPC8224-H

TPC8223-H

26

26

17

TPC8227-H 33

TPC8228-H 57

80TPC8229-H

ID
(A)

3.2

3.8

5.1

6.5

8

9

RDS(ON) 
(m )

RDS(ON) 
(m )

RDS(ON) 
(m )

RDS(ON) 
(m )

Built-in Schottky Barrier Diode　SBD混載品
VDSS (V)

30 V

TPCA8A11-H

TPCA8A10-H

TPCA8A09-H

3.6

3

2.3

ID
(A)

35

40

51

RDS(ON) 
(m )

TPC8 001-H

SOP-8 (new type)

VS-6

SOP-8 (conventional type)

SOP Advance (conventional type)

TSON Advance (conventional type)

PS-8

SOP Advance (new type)

TSON Advance (new type)

DSOP Advance

TP8

TPC6

TPC8

TPCA8

TPCC8

TPCP8

TPH

TPN

TPW

TP8

TPC6

TPC8

TPCA8

TPCC8

TPCP8

TPH

TPN

TPW

TO-220SIS

TO-220

D2PAK

TO-220SM(W)

DPAK

DPAK+

A

E

G

F

P

S

TK11 S 10N1L

Package  パッケージ

For detailed information about individual MOSFETs, visit our website or see the SEMICONDUCTOR GENERAL CATALOG.

個別の製品の詳細につきましては、ウェブサイトまたは東芝半導体製品総覧表にてご確認ください。

*: New Product
*: 新製品

**: Under Development
**: 開発中
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2.7 m  max

2.2 m  max

General-Purpose
MOSFET
汎用MOSFET

TPN2R703NL

Low On-Resistance
MOSFET

低オン抵抗MOSFET

TPN2R203NC

20% lower
20%低減

SOP Advance

SOP Advance

SOP Advance with
Connector technology

DSOP Advance

DSOP Advance

U-MOSVIIU-MOSIV

U-MOSVIII-H U-MOSVIII-H

U-MOSIX-H

MOSFETs with a VDSS of 30 V
VDSS = 30 V耐圧品

Packaging Trend
パッケージトレンド

2008

2.5

2

1.5

1

0.5

0
2010 2013 2014 2015

D2PAK

TO-220SM(W)

DSOP Advance

DSOP Advance

SOP Advance

SOP Advance

TSON Advance

PS-8

UDFN6

DPAK+

40 V to 250 V

20 V to 40 V

20 V to 30 V

TO-220

Available Packages
パッケージラインアップ

MOSFET Current Rating
MOSFET電流定格

Package with Copper Connector
& U-MOSVIII-H Process
コネクタ構造パッケージ
& U-MOSVIII-H プロセス

Source

Double-sided cooling
両面から放熱

DSOP Advance

Top
表面

Bottom
裏面

As smartphones, tablet PCs and other mobile devices become more sophisticated and feature-rich, their battery drive circuits are 

becoming more versatile and densely packed. Consequently, MOSFETs with small form factors, low on-resistance, high current 

ratings, low capacitance and high permissible power dissipation are required. To meet these needs, Toshiba has developed new 

process and packaging technologies to realize MOSFETs ideal for high-performance power supply applications.

スマートフォンやタブレットPCなどに代表される携帯機器のバッテリ駆動回路では、機器が多機能・高機能になるにしたがって、高性能化・高密度化が進んでい
ます。そのため、MOSFETには、小型・低オン抵抗・大電流・高許容損失といった特性が求められます。これらのニーズにお応えするため、プロセス技術とパッ
ケージ技術の新規開発を進め、高性能な電源回路に貢献できるMOSFETを提案します。

Toshiba offers MOSFETs specifically optimized for 

on-resistance, which exhibit lower on-resistance than those for 

general-purpose switching power supply applications in the 

same generation.

低オン抵抗に特化することで、同一世代の汎用スイッチング電源対応シリー
ズと比較して、より低いオン抵抗を実現しています。

Toshiba has endeavored to reduce the MOSFET on-resistance 

by using the latest small-geometry process and improving 

package structures.

最先端の微細加工技術の導入とパッケージ構造の改善にて、オン抵抗の継続
的低減を実現しています。

Features　特長

Package　パッケージ

The new device has a heat sink on both sides of the package to improve heat dissipation, making it possible to realize 

high-current operations in compact packages.

パッケージ両面にチップから熱を逃がすための金属板を配置することにより、効率的な放熱を可能にし、小型パッケージでの大電流化要求に応えます。

Double-sided cooling Package DSOP Advance　両面放熱パッケージ
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1. Heat is removed from both the top and bottom surfaces.

The top metal plate is connected to the source. The source cannot 

serve as an electrode to conduct electric current. Use it for heat 

removal purposes.

2. Same footprint dimensions as for existing SOP Advance

SOP Advance can be replaced by the new package without modifying 

an existing PCB layout.

1. 裏面/上面の両面から放熱します。
上面金属板はソースに接続していますが、ソースを電極として通電させることはでき
ませんので、放熱用としてご使用下さい。
2. SOP Advanceパッケージ製品と裏面寸法(パッド寸法)が互換になっています。
既存のプリント基板のレイアウトでそのまま置き換えることが可能です。
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Low On-Resistance Series
低オン抵抗シリーズ

Low Voltage MOSFET　低耐圧MOSFET



Product Selection Guide　製品セレクションガイド

Single Type (N-channel)　シングルタイプ（Nチャネル）

Single Type (P-channel)　シングルタイプ（Pチャネル）

SSM6K504NU

SSM6K513NU*

TPCF8003

TPCF8004

TPC6012

TPC6067

TPCP8009SSM6K514NU*

SSM6K341NU**

SSM6K361NU**

TPCP8011

TPCP8010

TPCP8013

TPCP8012

TPCA8082

TPCA8081

TPCA8080

TPCA8088

TPCA8087

TPCA8075

TPCA8078

TPCA8085

TPCA8086

TPCC8093

TPCC8074

TPN6R303NC

TPN2R503NC

TPN2R203NC

TPCC8084

TPCC8076

TPCC8073

TPN4R203NC

TPCC8069

TPCC8070

TPC8092

TPC8074

TPC8086

TPC8073

TPC8085

TPC8082

TPC8081

TPC8080

TPC8088

TPC8087

TPC8084

TPC8076

TPC8075

TPC8078

TK20S04K3L

TK35S04K3L

TK50S04K3L

TK8S06K3L

TK20S06K3L

TK30S06K3L

TK45S06K3L

TK80S06K3L

TK100F04K3

TK100F04K3L

TK100F06K3

TK130F06K3

TK80F08K3

TK70J06K3

TK75J04K3Z

TK70J04K3Z

20

30

33

40

60

75

TO-3P(N)
TO-

220SM(W)
DPAK+SOP-8

SOP
Advance

TSON
Advance

PS-8VS-6VS-8UDFN6B
VDSS

(V)

20 to 18

6 to 5

24 to 23

20 to 8

8 to 6

6 to 4

4 to 2

2 to 0.8

7 to 6

6 to 4

4 to 2

32 to 23

15 to 10

10 to 4

4 to 2

60 to 40

40 to 20

20 to 15

15 to 10

6 to 4

4 to 2

6 to 4

100 69

RDS(ON) 
max
(m )

SSM6J512NU

SSM6J505NU

SSM6J511NU

SSN6J503NU

SSM6J502NU

SSM6J501NU

SSM6J507NU

TPCF8105

TPCF8108

TPCF8107

TPC6130

TPC6113

TPC6110

TPC6111

TPCP8105

TPCP8106

TPCP8109

TPCP8107

TPCP8111

TPCP8110

TPCC8136

TPCC8137

TPCC8138

TPN4R712MD

TPCC8131

TPCC8103

TPCC8105

TPCC8106

TPCC8107

TPH1R712MD

TPCA8131

TPCA8109TPCC8104

TPCA8128

TPCA8124

TPCA8122

TPCA8125

TPCA8123

TPCA8120

TPCA8121

TPC8129

TJ10S04M3L

TJ20S04M3L

TJ40S04M3L

TJ60S04M3L

TJ80S04M3L

TJ8S06M3L

TJ15S06M3L

TJ30S06M3L

TJ50S06M3L

TJ60S06M3L

TJ100F04M3L

TJ200F04M3L

TJ100F06M3L

TJ150F06M3L

TJ15P04M3

TPC8134

TPC8132

TPC8133

TPC8124

TPC8125

TPC8126

TPC8123

TPC8127

TPC8128

TJ9A10M3

TJ11A10M3

TJ20A10M3

–12

–20

–30

–40

–60

–100

TO-220SIS
TO-

220SM(W)
DPAK+ DPAKSOP-8

SOP
Advance

TSON
Advance

PS-8VS-6VS-8UDFN6B
VDSS

(V)

20 to10

110 to 100

60 to 40

40 to 20

20 to 15

10 to 8

8 to 6

6 to 4

2 to 0.8

40 to 20

60 to 40

20 to 15

15 to 10

8 to 6

6 to 4

10 to 8

4 to 2

60 to 40

15 to 10

10 to 8

8 to 6

6 to 4

4 to 2

120 to 100

60 to 40

40 to 20

8 to 6

6 to 4

200 to 100

 100 to 60

15 to 10

RDS(ON) 
max
(m )

TPC8120

40 to 20

20 to 15

For detailed information about individual MOSFETs, visit our website or see the SEMICONDUCTOR GENERAL CATALOG.

個別の製品の詳細につきましては、ウェブサイトまたは東芝半導体製品総覧表にてご確認ください。

*: New Product   **: Under Development
*: 新製品　**: 開発中

**: Under Development
**: 開発中

SSM6J509NU**
SSM6J508NU**
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3 pin

2.9 x 2.8 mm

S-MINI

CST3B

USM SSM VESM CST3 CST3C

SOT-23F

2.0 x 2.1 mm

8 pin

PS8 VS8

2.9 x 1.5 mm

1.6 x 1.6 mm

1.5 x 1.5 mm

1.2 x 1.2 mm

WCSP6C

1.0 x 1.5 mm

1.2 x 0.8 mm

1.0 x 0.6 mm 0.8 x 0.6 mm

High PD

High PD

New

New

New

Under
Development

UFMTSM

5 pin

SMV USV ESV

6 pin

VS6 US6

UF6

ES6

WCSP9

UDFN6

High PD

TSOP6F

UFV

30-V MOSFETs
30 V耐圧品
60-V MOSFETs
60 V耐圧品

20-V MOSFETs
20 V耐圧品
60-V MOSFETs
60 V耐圧品

RonA Reduction of N-Channel MOSFETs

N-ch MOSFETのRonA低減トレンド

Roughly 60% to 70% 
reduction

約60～70%ダウン

Roughly 60% to 70% 
reduction

約60～70%ダウン Roughly 70% 
reduction

約70%ダウン

Roughly 70% 
reduction
約70%ダウン

RonA Reduction of P-Channel MOSFETs

P-ch MOSFETのRonA低減トレンド

1.0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
U-MOSVIII-HU-MOSVII U-MOSIX-H U-MOSVII U-MOSVIIIU-MOSVIU-MOSV

1.0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Re
la
tiv
e 
Ro
nA
 R
ed
uc
tio
n
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減
率（
%
）

Re
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tiv
e 
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n

Ro
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低
減
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%
）

Under
Development

Housed in a tiny package with a small footprint, MOSFETs of this series can be placed anywhere on a printed circuit board and thus 

help reduce the size of end-products. These MOSFETs are suitable for use as general-purpose switches in various drive circuits and 

communication lines.

小型パッケージに搭載することで、実装面積を削減し、機器の小型化に貢献します。各種の駆動回路や通信ラインの汎用スイッチとして、実装箇所を気にするこ
となく使用できます。

Features　特長

Extensive packaging options are available, ranging from a package measuring 3.0 mm x 3.0 mm to an ultra-small package measuring 

less than 1.0 mm x 1.0 mm. These packages feature a small form factor, low on-resistance and high permissible power dissipation.

3.0 × 3.0 mmから 1.0 × 1.0 mmクラス以下の超小型パッケージまで幅広いラインアップ製品を提供します。小型、低オン抵抗、高許容損失の特長があります。

Package　パッケージ

Fabricated using the latest trench process, MOSFETs of this series provide the industry's lowest-class on-resistance. Furthermore, 

process tuning is performed to achieve low-voltage operation. An integrated protection diode provides an improved trade-off between 

the chip size and ESD immunity.

最新のトレンチプロセスを使用し、業界最高水準の低オン抵抗特性をもった製品を提供します。また、プロセスチューニングを行い、低電圧駆動化を実現してい
ます。チップ小型化に伴うESD耐量低下に関しては、保護ダイオード内蔵により、そのトレードオフを改善しました。
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Small Package Series
小型パッケージシリーズ

Low Voltage MOSFET　低耐圧MOSFET



SSM3K56ACT*

SSM3K59CTB*

SSM3K56MFV*

SSM6K781G*

SSM3K56FS

12

20

40

±8

±8

±8

±12

7

0.8

1.4

2

18

235

235

228

4.5

4.5

4.5

4.5

600

55

55

130

Semi-Power Type　セミパワータイプ

Single N-ch (1)　シングルNチャネル (1)
Package  パッケージAbsolute Maximum Ratings

絶対最大定格
RDS(ON) 

(m )

Ciss
(pF)

CST3
SOT-883

CST3B VESM
SOT-723

WCSP6C SSM
SOT-416

@|VGS|
(V)

max
VDSS 

(V)
VGSS 

(V)
ID 

(A)

SSM3J56ACT*

SSM3J46CTB

SSM3J56MFV

SSM6J771G*

–20

±8

±8

±8

±12

–0.8

–1.4

–2

–5

390

390

103

35

4.5

4.5

4.5

4.5

100

100

290

870

Single P-ch (1)　シングルPチャネル (1)
Package  パッケージAbsolute Maximum Ratings

絶対最大定格
RDS(ON) 

(m )

Ciss
(pF)

CST3
SOT-883

CST3B VESM WCSP6C

@|VGS|
(V)

max
VDSS 

(V)
VGSS 

(V)
ID 

(A)

SSM6K204FE

SSM6K211FE

SSM6K208FE

SSM6K217FE*

SSM6K504NU*

SSM6K513NU*

SSM6K514NU*

SSM6K341NU**

SSM6K361NU**

SSM3K122TU

SSM3K121TU

SSM3K123TU

SSM3K127TU

SSM3K116TU

SSM3K131TU

SSM3K2615TU*

SSM6K404TU

SSM6K403TU

SSM6K411TU

SSM6K406TU

SSM6K407TU

SSM3K336R

SSM3K329R

SSM3K324R*

SSM3K333R

SSM3K335R

SSM3K337R

SSM3K339R*

SSM3K2615R*

SSM3K318R*

SSM3K341R*

SSM3K361R*

SSM6K803R**

SSM6K804R**

20

30

38

40

60

100

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±12

±12

±12

±12

±20

±12

±12

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±12

±12

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

2

3

3.2

4.2

10

1.9

2

2.2

3

3.5

4

4.4

6

9

15

2

1.8

2

12

2

2.5

6

3.5

126

123

55

47

48

28

28

12

133

123

100

140

126

56

38.5

41.5

42

56

26

12

176

208

198

17.3

440

440

440

145

51

92

92

4

4

4

4.5

4

4

4

4.5

4

4

4.5

4.5

4

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4

4

4

4.5

4.5

4.5

4.5

195

195

400

510

400

1010

1050

710

123

123

245

126

123

200

490

450

436

340

620

1130

120

130

130

1110

150

150

150

235

550

430

430

Single N-ch (2)　シングルNチャネル (2)
Package  パッケージAbsolute Maximum Ratings

絶対最大定格
RDS(ON) 

(m )

Ciss
(pF)

ES6
SOT-563

UDFN6B UFM UF6 SOT-23F TSOP6F

@|VGS|
(V)

max
VDSS 

(V)
VGSS 

(V)
ID 

(A)

For detailed information about individual MOSFETs, visit our website or see the SEMICONDUCTOR GENERAL CATALOG.

個別の製品の詳細につきましては、ウェブサイトまたは東芝半導体製品総覧表にてご確認ください。

High-speed switching
高速スイッチング用

Load switches
ロードスイッチ用Product Selection Guide　製品セレクションガイド

*: New Product
*: 新製品

*: New Product   **: Under Development
*: 新製品　**: 開発中

*: New Product
*: 新製品
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SSM6J216FE

SSM6J213FE

SSM6J215FE

SSM6J212FE

SSM6J207FE

SSM6J214FE

SSM6J512NU*
SSM6J505NU
SSM6J511NU*

SSM6J502NU
SSM6J503NU

SSM6J501NU

SSN6J509NU**

SSM6J508NU**
SSM6J507NU*

SSM3J132TU

SSM3J135TU
SSM3J134TU

SSM3J130TU
SSM3J133TU

SSM3J112TU
SSM3J118TU

SSM3J117TU

SSM6J50TU

SSM6J412TU*

SSM6J414TU

SSM6J402TU
SSM6J410TU
SSM6J401TU

SSM3J338R*

SSM3J327R
SSM3J331R

SSM3J328R

SSM3J334R
SSM3J340R*

SSM3J332R

SSM3J356R*
SSM3J351R**

SSM8J801R**

±8
±6
±10
±10
±6
±10
±8
±12
±10
±8
±8
±8
±8
±8
±8
±8
±8
±8
±8
±8
±8
±8
±8
±8
±20
±20
±20
±20

–25/+20
±20
±20
±20
±12
±20

–25/+20
–25/+20

±12
–25/+20
–25/+20
–20/+10
–20/+10

32
17

20.2
18.7
12
10
150
136
64
103
103
93
59
93
55

40.7
42.7
25.8
29.8
29.8
23.1
32.4
22.5
15.3
790
480
491
225
270
225
393
145
57
105
66
66
50
40
28
360
200

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4

4.5
4
4
4

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

1040
2700
1400
1400
2700
3350
270
210
800
290
270
290
630
290
630
970
840
1800
840
840
1800
840
1650
2600
86
137
137
280
175
280
120
730
560
280
600
600
560
1083
1150
330
491

Single P-ch (2)　シングルPチャネル (2)
Package  パッケージAbsolute Maximum Ratings

絶対最大定格
RDS(ON) 

(m )

Ciss
(pF)

ES6
SOT-563

UDFN6B UFM UF6 SOT-23F

SSM3J325F
SSM3J352F*

SSM3J353F**

S-Mini
SOT-346

TSOP6F

@|VGS|
(V)

max
VDSS 

(V)
VGSS 

(V)
ID 

(A)

–4.8
–5.4
–6
–10
–12
–14

–2

–2.5
–2.6
–3

–3.2
–3.4
–3.9

–4

–4.4
–5.5

–6

–10
–1.1

–1.4

–2

–2.1
–2.5
–3.6

–4

–6

–10
–2

–2.5

–12

–20

–30

–60

SSM6N56FE*

SSM6P41FE

SSM6L14FE

SSM6N61NU*

SSM6N55NU
SSM6N57NU
SSM6N58NU

SSM6P47NU
SSM6P49NU

SSM6L61NU*

SSM6H19NU*

SSM6G18NU

SSM6N62TU**
SSM6N39TU

SSM6N24TU
SSM6N40TU

SSM6P54TU
SSM6P39TU

SSM6P40TU

SSM6L39TU

SSM6L12TU

SSM6L40TU

SSM3H137TU*

SSM5H08TU
SSM5H90ATU
SSM5H01TU
SSM5H11TU
SSM5H16TU

SSM5G02TU
SSM5G09TU

SSM5G11TU

±8
±8
±10
±8
±12
±20
±20
±12
±12
±8
±8
±8
±8
±12
±20
±10
±8
±10
±8
±8
±12
±12
±12
±20
±20
±12
±10
±20
±20
±12
±12
±12
±8
±8
±20
±20

235
95
119
33
145
182
64

39.1
84
300
228
213
95
56
403
240
300
119
213
33
56
145
260
182
403
160
65
450
182
133
198
160
130
112
403
280

4.5
4.5
4

4.5
4.5
4

4.5
4.5
4.5
4.5
2.5
4

4.5
4.5
4

4.5
4.5
4
4

4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4

4.5
4
4

4.5
4

4.5

55
215
260
410
245
180
280
310
129
110
331
250
290
480
120
90
110
260
250
410
480
245
218
180
120
125
200
106
180
123
130
310
550
270
120
119

Dual channel/Complementary　デュアルチャネル/コンプリメンタリ
Package  パッケージAbsolute Maximum Ratings

絶対最大定格
Polarity
極性

RDS(ON) 
(m )

Ciss
(pF)

ES6
SOT-563

UDFN6B UF6 UFM UFV

@|VGS|
(V)

max
VDSS 

(V)
VGSS 

(V)
ID 

(A)

0.8

1.6
4

0.5
1.6

4

–0.72
–1.2
–1.5

–4

–1.4
0.8

–0.72
1.6
–1.5

4
–4
0.5
–0.5
1.6
–1.4
1.5
2.4
1.4
1.6
1.9
2

–1
–1.5
–2

–1.4
2

20

30

–20

–30
20
–20
20
–20
20
–20
30
–20
30
–30

20

30

40

–12

–20
–30
34

N-ch x 2

P-ch x 2

N-ch + P-ch

N-ch + SBD

P-ch + SBD

N-ch + ZD

*: New Product   **: Under Development
*: 新製品　**: 開発中

*: New Product   **: Under Development
*: 新製品　**: 開発中
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Small-Signal Standard Type　小信号スタンダードタイプ

SSM3K35CTC*

SSM3K15ACTC*

SSM3K72CTC*

SSM3J35CTC*

SSM3K35CT

SSM3K37CT

SSM3K56ACT*

SSM3K15ACT

SSM3K72KCT*

SSM3J35CT

SSM3J56ACT*

SSM3J15CT

SSM3K35MFV

SSM3K37MFV

SSM3K36MFV

SSM3K56MFV*

SSM3K15AMFV

SSM3K44MFV

SSM3J35MFV

SSM3J36MFV

SSM3J56MFV

SSM3J15FV

SSM3K35FS

SSM3K37FS

SSM3K36FS

SSM3K56FS

SSM3K15AFS

SSM3K44FS

SSM3K72CFS*

SSM3K72KFS*

SSM3J35FS

SSM3J36FS

SSM3J15FS

SSM3K36TU

SSM3J36TU

±10

±10

±10

±10

±10

±8

±8

±20

±20

±20

±7

±20

±20

±20

±20

±20

±10

±10

±8

±8

±8

±20

±20

±20

3

2.2

1.1

2.2

0.66

0.235

0.235

3.6

4

1.2

20

4.7

4.7

4.7

1.75

1.75

8

1.5

1.31

0.39

0.39

12

4.2

2

4

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4

4

4

4

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4

4.5

4.5

4.5

4.5

4

4
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Single N-ch/P-ch　シングル Nチャネル/Pチャネル
Package  パッケージAbsolute Maximum

Ratings
絶対最大定格Polarity

極性

RDS(ON)

( ) CST3C CST3
SOT-883

VESM
SOT-723

SSM
SOT-416

UFM USM
SOT-323

SOT23 S-Mini

@|VGS|
(V)

max
VDSS 

(V)
VGSS 

(V)
ID 

(A)

0.18

0.2

0.25

0.5

0.8

1.4

0.1

0.4

0.1

0.15

0.17

0.2

0.4

0.4

–0.1

–0.25

–0.33

–0.8

–1.4

–0.1

–0.2

–0.2

20

30

50

60

–20

–30

–60

N-ch

P-ch

T2N7002AK*

T2N7002BK*

SSM3K15F

SSM3K7002KF*

SSM3J15F

SSM3J168F**

SSM5N16FE

SSM5N15FE

SSM5P16FE

SSM5P15FE

SSM6N35FE

SSM6N37FE

SSM6N36FE

SSM6N56FE

SSM6N44FE

SSM6P16FE

SSM6P35FE

SSM6P36FE

SSM6P15FE

SSM6L35FE

SSM6L36FE

SSM5N16FU

SSM5N15FU

SSM5P16FU

SSM5P15FU

SSM6N36TU

SSM6P36TU

SSM6L36TU

SSM6N35FU

SSM6N37FU

SSM6N43FU

SSM6N15AFU

SSM6N44FU

SSM6N09FU

SSM6N17FU

SSM6N7002CFU*

SSM6N7002KFU*

SSM6P16FU

SSM6P35FU

SSM6P15FU

SSM6P09FU

SSM6L35FU

SSM6L09FU

SSM3K16FU x 2

SSM3K35FS x 2

SSM3K37MFV x 2

SSM3K36FS x 2

SSM3K56FS x 2

SSM6N56FE x 2

SSM3K15FU x 2

SSM3K44FS x 2

SSM3K09FU x 2

SSM3K17FU x 2

T2N7002AK x 2

T2N7002BK x 2

SSM3J16FU x 2

SSM3J35FS x 2

SSM3J36FS x 2

SSM3J15FU x 2

SSM3J09FU x 2

SSM3K35FS

+SSM3J35FS

SSM3K36FS

+SSM3J36FS

SSM3K09FU

+SSM3J09FU

±10

±10

±10

±10

±8

±20

±20

±20

±20

±7

±20

±20

±10

±10

±8

±20

±20

±10

±10

±10

±8

±20

±20

4

4

4.5

4.5

4.5

4

4

4

4

4

4.5

4.5

4

4

4.5

4

4

4

4

4.5

4.5

4

4

Dual N-chx2/P-chx2/N-ch+P-ch　デュアル Nチャネル×2/Pチャネル×2/Nチャネル+Pチャネル
Package  パッケージAbsolute Maximum

Ratings
絶対最大定格Polarity

極性

Constituent 
Devices
構成デバイス

RDS(ON)  
( ) ESV

SOT-553
ES6

SOT-563
USV

SOT-353
UF6 US6

SOT-363

@|VGS|
(V)

3

3

2.2

0.66

0.235

3.6

4

4

1.2

20

4.7

1.75

8

8

1.31

12

4.2

3

8

0.66

1.31

1.2

4.2

max
VDSS 

(V)
VGSS 

(V)
ID 

(A)

0.1

0.18

0.25

0.5

0.8

0.1

0.4

0.1

0.17

0.3

–0.1

–0.33

–0.1

–0.2

0.18

–0.1

0.5

–0.33

0.4

–0.2

20

30

50

60

–20

–30

20

–20

20

–20

30

–30

N-ch x 2

P-ch x 2

N-ch + P-ch

SSM3K15AFU

SSM3K09FU

SSM3K17FU

SSM3K7002CFU*

SSM3K7002KFU*

SSM3J15FU

SSM3J09FU

High-speed switching
高速スイッチング用

Load switches
ロードスイッチ用Product Selection Guide　製品セレクションガイド

*: New Product   **: Under Development
*: 新製品　**: 開発中

*: New Product
*: 新製品

For detailed information about individual MOSFETs, visit our website or see the SEMICONDUCTOR GENERAL CATALOG.

個別の製品の詳細につきましては、ウェブサイトまたは東芝半導体製品総覧表にてご確認ください。
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DTMOSIV Standard Series VDSS =スタンダードシリーズ 500 V 600 V 650 V 800 V

DTMOSIV (HSD) High-Speed Diode Series 高速ダイオードシリーズ 600 V 650 V

DTMOSIV-H High-Speed Switching Series 高速スイッチングシリーズ 600 V

280 ns

100 ns

t: 80 ns/div ID = 10 A/div

TK16A60W5
High-Speed Diode

高速ダイオード品

Qg

Qgd

170 nC

72 nC

Qg

Qgd

144 nC

48 nC

t: 20 s/div
Qg: 20 nC/div

VGS: 2 V/div

  Qg: Approx.20% faster

Qgd: Approx.30% faster 

  Qg: 約20%高速化
Qgd: 約30%高速化ID: 20 A/div

VDS: 100 V/div

t: 20 s/div
Qg: 20 nC/div

VGS: 2 V/div

ID: 20 A/div

VDS: 100 V/div

TK62N60W
Standard

スタンダード品

TK62N60X
High-Speed Switching

高速スイッチング品

TK16A60W
Standard

スタンダード品

VDSS =

VDSS =

Power MOSFETs are indispensable for converters, inverters and other switching power supplies. DTMOS is a power MOSFET series with a 

superjunction structure that feature high current-switching capability. With a VDSS of 600 V or so, DTMOS is suitable for mid- to high-voltage 

applications.

コンバータやインバータなどのスイッチング電源に欠かせないパワーMOSFETです。スーパージャンクション構造により大電流化を図っています。耐圧 600 Vを中心とし
たラインアップで、中高耐圧アプリケーションに適しています。

Fabricated using a state-of-the-art single-epitaxial process, the DTMOSIV series exhibits an RonA lower than 15 m ·cm2. The reduction in 

RonA, a performance index for MOSFETs, directly translates to a reduction in conduction loss, which helps improve the efficiency and 

reduce the size of  power supplies.

最新のシングルエピタキシャルプロセスの採用により、性能指標 RonAが 15 m ・cm2を下回る性能を実現しています。RonAの性能向上により導通損失を抑え、電源機器
の効率改善を実現すると共に、小型化に大きく貢献します。

Toshiba is planning to expand its MOSFET portfolio to meet diverse customer needs.

ご要望に合わせて、さまざまなラインアップ展開を計画中です。

Product Lineup　製品のラインアップ展開

DTMOSIV-H   High-Speed Switching Series　高速スイッチングシリーズ

DTMOSIV (HSD)   High-Speed Diode Series　高速ダイオードシリーズ 

The DTMOSIV (HSD) Series has a parasitic diode faster than that of the standard series. It delivers 

reverse recovery time more than 70% shorter than the standard series, and thus significantly reduces 

the recovery loss incurred by the parasitic diode.

MOSFET内蔵寄生ダイオードの高速化を実現したシリーズです。スタンダード品に比べて逆回復時間が70%以上短いため、寄生ダイオー
ドで発生するリカバリ損失を大幅に低減させることができます。

 

The DTMOSIV-H Series features high-speed switching performance and thus low switching loss. It provides gate-drain capacitance, Qgd, approximately 30% 

lower than standard MOSFET series.

高速スイッチング特性により、低スイッチング損失を実現したシリーズです。スタンダード品に比べて、Qgd（ゲート・ドレイン間容量）を約30％削減しています。

Fourth-Generation Super-Junction DTMOS Series (DTMOSIV)
第4世代 スーパージャンクション DTMOSシリーズ (DTMOSIV)

DTMOSIV

Part Number  品番

Rating  定格

On-Resistance  オン抵抗

Reverse Recovery Time: trr  リカバリ時間

Standard  スタンダード品

TK16A60W

600 V/15.8 A

0.19   Max

280 ns

High-Speed Diode  高速ダイオード品

TK16A60W5

600 V/15.8 A

0.23   Max

100 ns
Reverse-Recovery Waveform of the Parasitic Diode

寄生ダイオードリカバリ時波形

Dynamic Input/Output Characteristics: Qg Curves
ダイナミック入出力特性： Qg 波形

Comparisons of Typical Performance Characteristics
代表製品特性比較表

* Test condition: VDD = 400 V, IDR = 7.9 A, TC = 25 ˚C
* 測定条件： VDD = 400 V、IDR = 7.9 A、TC = 25℃
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DTMOS Series
DTMOSシリーズ

Mid-High Voltage MOSFET　中高耐圧MOSFET



Product Selection Guide　製品セレクションガイド

DTMOSIV Standard Series　スタンダードシリーズ

DTMOSIV-H High-Speed Switching Series　高速スイッチングシリーズ

DTMOSIV (HSD)  High-Speed Diode Series　高速ダイオードシリーズ

Package  パッケージ

TK16V60W5

TK20V60W5

TK25V60X5

TK31V60W5

TK22V65X5**

TK28V65X5**

TK5P60W5**

TK7P60W5

TK8P60W5*

TK16G60W5

TK14G65W5

TK5A60W5*

TK7A60W5

TK8A60W5

TK10A60W5

TK16A60W5

TK20A60W5

TK25A60X5

TK14A65W5

TK17A65W5

TK22A65X5**

TK35A65W5

TK14C65W5

TK16E60W5

TK20E60W5

TK25E60X5

TK14E65W5

TK16J60W5

TK20J60W5

TK31J60W5

TK39J60W5

TK62J60W5

TK16N60W5

TK20N60W5

TK25N60X5

TK31N60W5

TK39N60W5

TK62N60W5

TK14N65W5

TK28N65W5

TK35N65W5

TK49N65W5

0.99 to 0.95

0.67 to 0.65

0.56 to 0.54

0.45

0.245 to 0.23

0.19 to 0.175

0.15 to 0.14

0.109 to 0.099

0.074

0.045

0.3

0.23

0.17 to 0.16

0.14 to 0.13

0.095

0.057

TO-247TO-3P(N)TO-220SIS TO-220DFN8x8 D2PAK I2PAKDPAKRDS(ON) 
max
( )

VDSS

(V)

600

650

For detailed information about individual MOSFETs, visit our website or see the SEMICONDUCTOR GENERAL CATALOG.

個別の製品の詳細につきましては、ウェブサイトまたは東芝半導体製品総覧表にてご確認ください。

*: New Product
*: 新製品

**: Under Development
**: 開発中

Package  パッケージ

TK10V60W

TK12V60W

TK16V60W

TK20V60W

TK31V60W

TK14V65W*

TK17V65W*

TK28V65W*

TK5P60W

TK6P60W

TK7P60W

TK8P60W

TK10P60W

TK12P60W

TK5P65W

TK6P65W

TK7P65W

TK8P65W

TK9P65W

TK11P65W

TK3P80W**

TK6P80W**

TK16G60W

TK20G60W

TK14G65W

TK5Q60W

TK6Q60W

TK7Q60W

TK8Q60W

TK10Q60W

TK12Q60W

TK5Q65W

TK6Q65W

TK7Q65W

TK8Q65W

TK9Q65W

TK11Q65W

TK3Q80W**

TK6Q80W**

TK10A50W

TK12A50W

TK19A50W

TK5A60W

TK6A60W

TK7A60W

TK8A60W

TK10A60W

TK12A60W

TK16A60W

TK20A60W

TK31A60W

TK39A60W

TK5A65W

TK6A65W

TK7A65W

TK8A65W

TK9A65W

TK11A65W

TK14A65W

TK17A65W

TK28A65W

TK35A65W

TK7A80W**

TK10A80W**

TK12A80W*

TK17A80W

TK16C60W

TK20C60W

TK14C65W

TK17C65W

TK10E60W

TK12E60W

TK16E60W

TK20E60W

TK31E60W

TK14E65W

TK17E65W

TK28E65W**

TK7E80W**

TK10E80W**

TK12E80W**

TK17E80W**

TK12J60W

TK16J60W

TK20J60W

TK31J60W

TK39J60W

TK62J60W

TK16N60W

TK20N60W

TK31N60W

TK39N60W

TK62N60W

TK14N65W

TK17N65W

TK28N65W

TK35N65W

TK49N65W

TK12N80W**

TK17N80W**

TK100L60W

0.38

0.30

0.19

0.9

0.82 to 0.75

0.6

0.5

0.43 to 0.38

0.34 to 0.30

0.19

0.17 to 0.155

0.098 to 0.088

0.065

0.04

0.018

1.22 to 1.20

1.05 to 1.0

0.8 to 0.78

0.67 to 0.65

0.56 to 0.50

0.44 to 0.39

0.28 to 0.25

0.21 to 0.20

0.12 to 0.11

0.08

0.055

2.25

1.05 

0.9

0.65 to 0.55

0.45

0.29

TO-3P(L)TO-247TO-3P(N)TO-220SIS TO-220DFN8x8 D2PAK I2PAKIPAKDPAKRDS(ON) 
max
( )

VDSS

(V)

500

600

650

800

*: New Product
*: 新製品

Package  パッケージ

TK25V60X

TK31V60X

TK25A60X TK25E60X

TK31E60X

TK25N60X

TK31N60X

TK39N60X

TK62N60X

TK25Z60X*

TK31Z60X*

TK39Z60X*

TK62Z60X*

0.135 to 0.125

0.098 to 0.088

0.065

0.04

TO-247TO-220SIS TO-220DFN8x8RDS(ON) 
max
( )

VDSS

(V)

600

TO-247-4L

*: New Product   **: Under Development
*: 新製品　**: 開発中
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76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

0 20 40 60 80 100 120 140

2SK3569
TK10A60D

Pout (W)

E
ff
ic

ie
n

c
y

効
率

Efficiency greater than a -MOSVI MOSFET
-MOSVIとの同等以上の効率を実現

Rg = 47 

Rg = 47 

Rg = 4.7 

Rg = 4.7 

MAIN

Synchronous
Rectifier

VIN

VOUT

2SK3569

vs

TK10A60D

+
–

+
–

+
–

120 W (20 V/6 A) Flyback Converter

VIN = 100 VAC, VGS = +10, −0 V

PFC

0

500

400

300

200

100

0
20 40 60 80 100

T
u
rn

-O
ff
 T

im
e
 t

o
ff
 (

n
s
)

タ
ー
ン
オ
フ
時
間

Gate Resistance  rg ( )  ゲート抵抗

Test conditions : 
    VDS = 400 V 
    VGS = 10 V 
    ID = 4.5 A 
    TC = 25℃

toff-rg  特性

TK9J90E

2SK3878

Faster switching speed
Lower switching loss

スイッチングスピード高速化
低スイッチング損失

Faster switching speed
Lower switching loss

スイッチングスピード高速化
低スイッチング損失

0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Qg (nC) Qg (nC)

VGS = 10 VVGS = 10 V

VDS: 50 V/div

VGS: 2.5 V/div

ID: 3 A/div

VGS: 2.5 V/div

ID: 3 A/div

VDS: 50 V/div

The -MOSVII Series, the latest addition to our -MOS portfolio, features reduced capacitance by virtue of the optimized chip design. 

The -MOSVII Series has significantly expanded our MOS product lineup.

チップデザインの最適化により、容量特性を低減した -MOSの最新シリーズです。ラインアップを大幅に拡充しました。

Efficiency Test Circuit　効率評価

Performance Comparisons Between -MOSVII and -MOSVI Devices (600 V/10 A)　
新世代 -MOSVIIシリーズと従来の -MOSVIシリーズとの特性比較（600 V/10 A定格品）

-MOSVII Series (VDSS = 400 V to 650 V)　 -MOSVII シリーズ

● Delivers approximately 40% lower total gate charge, Qg, than -MOSVI.
● Available in 50 V steps of VDSS and in finer steps of RDS(ON).
● Rated avalanche and reverse recovery current capabilities.

● -MOSVIに比べて、Qg（ゲート入力電荷量）を約40％低減。
● 耐圧の50 Vステップ化、および、オン抵抗の細分化によるラインアップの拡充。
● アバランシェ耐量、逆リカバリ耐量の定格電流保証。

-MOSVIII Series (VDSS = 800 V to 900 V)　 -MOSVIII シリーズ

Features　特長

● Exhibits approximately 25% lower total gate charge, Qg, than -MOSVII  
(rated at 800 V to 900 V).

● Guarantees avalanche and reverse recovery ruggedness as current ratings.
● -MOSVII (800 V～900 V)に比べて、Qg（ゲート入力電荷量）を約25％低減。
● アバランシェ耐量、リバースリカバリ耐量の定格電流保証。

Features　特長

Switching Waveforms　スイッチング波形

Provides approx. 25% lower Qg than the previous generation and thus reduces 

switching loss

前世代に比べて、Qgを約25% 低減、スイッチング時の損失低減。

Comparisons of Total Gate Charge (Qg) 

Qg（ゲート入力電荷量）特性比較

-MOSVII

TK10A60D

600 V/10 A

TO-220SIS

-MOSVI

2SK3569

600 V/10 A

TO-220SIS

Symbol  記号
IGSS

IDSS

VDSF

Qg

RDS(ON)

V(BR)DSS

Vth

Characteristic  項目

Gate leakage current  ゲート漏れ電流
Drain cut-off current  ドレイン遮断電流

Gate threshold voltage  ゲートしきい値電圧

Total gate charge  ゲート入力電荷量
Diode forward voltage  順電圧（ダイオード）

Drain-source breakdown voltage  ドレイン・ソース間降伏電圧

Drain-source on-resistance  ドレイン・ソース間 オン抵抗

Series  シリーズ

Part Number  品番

Ratings  定格

Package  パッケージ

Test Conditions  測定条件

VGS condition*, VDS = 0 V 

VDS = 600 V, VGS = 0 V 

ID = 10 mA, VGS = 0 V

IDR =10 A, VGS = 0 V

VDS = 10 V, ID = 1 mA

VGS = 10 V, ID = 5 A

VDD = 400 V, VGS = 10 V, ID = 10 A

min typ. max

− − ±1

− 10

600 − −

2.0 −

−

4.0

− 25 −

− − –1.7

− 0.75

min typ. max

− − ±10

− − − 100

600 −

−

−

2.0

−

4.0

− 42 −

− − –1.7

− 0.75

Unit  単位
A

A

V

V

nC

V

* Test Conditions: VGS = ±30 V (TK10A60D),  VGS = ±25 V (2SK3569)
* 測定条件: VGS = ±30 V (TK10A60D)、VGS = ±25 V (2SK3569)

-MOSIV

2SK3878

60nC (@VGS = 10 V)

-MOSVIII

TK9J90E

46nC (@VGS = 10 V)Qg

V
G

S
-Q

g
, 
V

D
S
-Q

g
  
W

a
ve

fo
rm

s

V
G

S
-Q

g
, 
V

D
S
-Q

g
 波
形

Gen.
世代

Part Number
品番
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π-MOS Series
π-MOSシリーズ

Mid-High Voltage MOSFET　中高耐圧MOSFET



Package  パッケージ

Product Selection Guide　製品セレクションガイド

For detailed information about individual MOSFETs, visit our website or see the SEMICONDUCTOR GENERAL CATALOG.

個別の製品の詳細につきましては、ウェブサイトまたは東芝半導体製品総覧表にてご確認ください。

TK20 A 20D

TO-220SIS

TO-220

TO-3P(N)

TO-3P(N)IS

New PW-Mold/DPAK

New PW-Mold2

A

E

J

M

P

Q

TO-220SIS

TO-3P(N)

2SK3564

2SK3566

2SK3798

2SK3633

2SK4207

VDSS (V)

200 250 300 450 500 525

TK9A20DA

TK15A20D

TK20A20D

TK25A20D

TK40J20D

TK70J20D

0.4

0.18

0.109

0.07

0.044

0.027

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.15

0.1

0.06

0.038

1.75

1.35

1.2

1.1

0.9

0.77

0.62

0.52

0.46

0.41

0.34

0.27

0.25

3

2

2

1.5

1.5

1.4

1.22

1.22

1.04

0.85

0.72

0.6

0.52

0.47

0.4

0.3

0.4

0.27

0.27

1.7

1.5

1.5

1.3

1.3

0.58

0.139

0.052

TK4A55DA

TK4P55DA

TK4A55D

TK4P55D

TK5A55D

TK6A55DA

TK7A55D

TK8A55DA

TK9A55DA

TK10A55D

TK11A55D

TK12A55D

TK12J55D

TK13A55DA

TK14A55D

TK16A55D

TK16J55D

TK19J55D

TK8A25DA

TK8P25DA

TK13A25D

TK13E25D

TK13P25D

TK17A25D

TK20A25D

TK30J25D

TK60J25D

TK18A30D

TK50J30D

TK5A45DA

TK6A45DA

TK7A45DA

TK8A45DA

TK8A45D

TK9A45D

TK11A45D

TK12A45D

TK13A45D

TK14A45DA

TK14A45D

TK16A45D

TK19A45D

TK3P50D

TK4A50D

TK4P50D

TK5A50D

TK5P50D

TK6A50D

TK7A50D

TK7P50D

TK8A50DA

TK8A50D

TK10A50D

TK11A50D

TK12A50D

TK13A50DA

TK13A50D

TK15A50D

TK15J50D

TK18A50D

TK20J50D

TK4A53D

TK5A53D

TK5P53D

TK6A53D

TK6P53D

TK12A53D

ID
(A)

8

8.5

9

10

11

12

12.5

13

13.5

14

15

16

18

17

19

20

25

30

40

50

60

70

3

4

4.5

5

6

6.5

7

7.5

5.5

8

8.5

9

10

11

12

12.5

13

14

15

16

19

3

2.5

2

1

3.5

3.7

4

4.5

5

6

7

7.5

5.5

RDS(ON) ( ) RDS(ON) ( )RDS(ON) ( ) RDS(ON) ( )RDS(ON) ( ) RDS(ON) ( )RDS(ON) ( ) RDS(ON) ( )RDS(ON) ( ) RDS(ON) ( )

2.45

2.45

1.88

1.88

1.7

1.48

1.25

1.07

0.86

0.72

0.63

0.57

0.57

0.48

0.37

0.33

0.37

0.33

TK2P60D

TK2Q60D

TK3A60DA

TK4A60DA

TK4P60DA

TK4Q60DA

TK4A60DB

TK4P60DB

TK4A60D

TK4P60D

TK5A60D

TK6A60D

TK8A60DA

TK9A60D

TK10A60D

TK11A60D

TK12A60D

TK13A60D

TK15A60D

4.3

4.3

2.8

2.2

2.2

2.2

2

2

1.7

1.7

1.43

1.25

1

0.83

0.75

0.65

0.55

0.43

0.37

TK2A65D

TK3A65DA

TK3A65D

TK4A65DA

TK5A65DA

TK5A65D

TK6A65D

TK7A65D

TK8A65D

TK11A65D

TK12A65D

TK13A65D

3.26

2.51

2.25

1.9

1.67

1.43

1.11

0.98

0.84

0.7

0.54

0.47

TK3P80E

TK4A80E*

TK5A80E*

TK6A80E

2SK3633

TK10A80E

TK10J80E

4.9

3.5

2.4

1.7

1.7

1

1

TK1Q90A

TK2P90E

2SK3566

TK3A90E*

2SK3564

2SK3798

TK5A90E*

TK7A90E

TK7J90E

TK9A90E

TK9J90E

2SK4207

9

5.9

6.4

4.6

4.3

3.5

3.1

2

2

1.3

1.3

0.95

VDSS (V)

550 600 650 800 900

ID
(A)

RDS(ON) ( ) RDS(ON) ( )RDS(ON) ( ) RDS(ON) ( )RDS(ON) ( ) RDS(ON) ( )RDS(ON) ( ) RDS(ON) ( )RDS(ON) ( )

*: New Product
*: 新製品
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Nch MOSFET

Approx.60% Reduction
約60%ダウン
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約60%ダウン

Pch MOSFET

RonA Reduction Trend (VDSS = 40 V)   RonAの低減トレンド（VDSS = 40 V 系）
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A
)

電
流
定
格

Mounting Area (mm2)  実装面積

Frame
フレーム

Cu Clamp
Cuクランプ

Chip
チップ

Note: Comparisons of MOSFETs with 40 V VDSS

注： 40 V耐圧比較

TSON Advance

PS-8
SOP-8

New PW
-Mold

DPAK+

TO-220SM(W)

TO-220SM
(Predecessor)
（旧タイプ）

TO-3P(N)

SOP Advance

Offered in small packages
for consumer applications

小型民生パッケージを活用

Offered in automotive-grade packages
(Qualified per AEC-Q101)

車載専用パッケージで展開 
（AEC-Q101適合）

@DPAK+/TO-220SM(W)/TO-3P(N)

1000

100

10

1
1 10 100 1000

High current & Low connection resistance*
 • Current: 20 A ⇒ 100 A
 • Connection Resistance: 3 m  ⇒ 0.8 m
    (* Comparisons with Predecessor 
 Devices In the New PW-Mold Package)

大電流 & 低接続抵抗*
 ・ 電流： 20 A ⇒ 100 A
 ・ 接続抵抗: 3 m  ⇒ 0.8 m
    (* 従来製品 New PW-Moldとの比較)

Cu Clamp(Offered in DPAK+ and TO-220SM(W))  Cuクランプ構造（DPAK+ & TO-220SM（W）に展開中）

Low Inductance
低インダクタンス

Toshiba offers an extensive line of power devices such as power MOSFETs for various automotive applications, including 12-V battery and 

motor control systems. The combination of low-ON-resistance and fast switching speed makes Toshiba’s power MOSFETs an ideal solution 

for reducing system losses, thereby contributing to the energy-saving of automotive applications.

東芝パワーMOSFETは、低オン抵抗と高速スイッチングにより、セットの損失を低減、車載用アプリケーションの省エネに貢献します。 12 Vバッテリシステム・モータコント
ロール用をはじめ、多様な車載用途に向け、豊富なラインアップで提供します。

Industry’s lowest ON-resistance due to the combined use a small-geometry trench structure and a Cu connector.

トレンチ微細加工技術と、Cuコネクタ結合の融合により、業界トップクラスの低オン抵抗を実現しています。

Low On-Resistance　低オン抵抗の実現

Increased current density due Cu clamp structure

Cuクランプ構造を採用することにより、電流密度をアップしています。

Packaging Tend　パッケージ技術のトレンド

Features　特長
● Reduced RonA due to the small-geometry trench process.
● The DPAK+ and TO-220SM(W) Series provide a current drive capability approx. twice that of 
their predecessors due to the use of a Cu connector structure.

● Expanding portfolio of MOSFETs qualified up to 175˚C according to AEC-Q101.
● For applications rated at 60 A or less, expanding portfolio of power MOSFETs in SOP 
packages (SOP Advance, TSON Advance, PS-8), which have been well proven for consumer 
applications.

● All devices are tested and guaranteed for avalanche breakdown protection.
● Zener diode between gate and source for ESD protection (except some devices).

● 微細トレンチ加工技術の開発により、従来デザインに比べ、低RonAを実現。
● DPAK+/TO-220SM(W)パッケージは、Cuコネクタ構造を採用し、従来比約2倍
の大電流通電能力を実現。

● 175℃保証のAEC-Q101に適合したラインアップを充実。
● 60 A以下の用途向けに、民生用途で実績の高いSOP系パッケージラインアップを
充実（SOP Advance、TSON Advance、PS-8）。

● 全数アバランシェ耐量試験を実施。
● 静電破壊レベル向上のために、ゲート・ソース間ツェナーダイオード（ZD）を内蔵
（一部製品は除く）。
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Fabricated using a trench structure, the U-MOS Series realizes high integration density and thus low on-resistance.

トレンチ構造技術を採用して、高集積化を実現した低オン抵抗シリーズです。

The MOSFETs listed below are housed in small packages for commercial applications and support channel temperatures (Tch) up to 175˚C. (except some devices)

小型民生パッケージを活用したTch = 175℃に対応したシリーズです。（一部製品を除く）

Product Selection Guide　製品セレクションガイド

U-MOS Series for Automotive Applications　車載対応 U-MOSシリーズ

Small Package Series for Automotive Applications　車載対応小型パッケージシリーズ

Package  パッケージ

Series
シリーズ

TK8S06K3L (1)

TK25S06N1L (1)*

TK30S06K3L (1)

TK80S06K3L (1)

TK7S10N1Z (1)*

TK33S10N1L (1)**

TK33S10N1Z (1)*

TJ10S04M3L (1)

TJ40S04M3L (1)

TJ60S04M3L (1)

TJ8S06M3L (1)

TJ30S06M3L (1)

TJ50S06M3L (1)

TJ15S10M3

TK15S04N1L (1)*

TK20S04K3L (1)

TK1R4S04PB*

TK20S06K3L (1)

TK40S06N1L (1)*

TK45S06K3L (1)

TK90S06N1L*

TK11S10N1L (1)*

TK55S10N1*

TJ20S04M3L (1)

TJ80S04M3L (1)

TJ60S06M3L (1)

TK35S04K3L (1)

TK100S04N1L* TK50A04K3

TK80A04K3L (1)

18 to 10

6 to 2

1.5 to 0.7

55 to 28

19 to 10

6 to 3

48 to 28

10 to 6

44 to 22

10 to 1

104 to 50

22 to 5

2.4

130

4.3

TO-220SIS

TK1R5R04PB**

D2PAK+
RDS(ON)

Max
(m )

@|VGS| = 10 V

VDSS

(V)
Tch
(˚C)

40

N-ch

P-ch

60
175

U-MOSIV

U-MOSVIII-H

U-MOSIX-H

U-MOSVI175

75

100

–40

–60

–100

TO-220SM(W)

175˚C150˚CTch (˚C)

3000

850 to 123

55 to 28

4000

240 to 100

56 to 19

9 to 4

32 to 11

9 to 3

1750

440 to 145

52 to 51

21 to 5

92 to 69

8000

1310

64

12000

790 to 145

3

53 to 5

360 to 117

40 to 11

36.3

36.3/56.8

20

30

40

60

100

–20

–30

–40

–60

40

40/–40

RDS(ON) 
Max
(m )

VDSS

(V)

N-ch

P-ch

N-ch x 2

N-ch + P-ch

SOT-23FUF6UFMUDFN6BSSM

TJ100F06M3L (1)

TJ150F06M3L (1)

TJ100F04M3L (1)

TJ200F04M3L

TK160F10N1*

TK80F08K3

TK100F06K3

TK1R4F04PB*

TK200F04N1L*

TK100F04K3

TK100F04K3L (1)

TK160F10N1L**

TK130F06K3

TKR74F04PB*

TPCP8011

TPCP8010

TPCP8009

TPCP8013

TPCP8012

TPCP8109

TPCP8107

TPCP8111

TPCP8110

TPCP8207

TPCP8407

TPCC8069

TPCC8070

TPCC8106

TPCC8107

TPCA8085

TPH4R304NC**

TPCA8083

TPCA8086

TPCA8084

TPCA8121

TPCA8124

TPCA8122

TPCA8123

TPCA8125

SSM3K336R

SSM3K329R

SSM3K335R

SSM3K333R

SSM3K2615R*

SSM3K318R*

SSM3K341R*  

SSM3K361R*  

SSM3J356R*

SSM3J351R**

SSM6K404TU

SSM6K403TU

SSM6K406TU

SSM6K407TU

SSM6J50TU

SSM6J410TU

SSM6J402TU

SSM6J401TU

SSM3K36TU

SSM3K122TU

SSM3K121TU

SSM3K123TU

SSM3K127TU

SSM3K116TU

SSM3K131TU

SSM3K2615TU

SSM3J36TU

SSM3J112TU

SSM3J118TU

SSM3J117TU

SSM6K513NU*

SSM6K514NU*

SSM6K341NU**

SSM6K361NU**

SSM6K504NU

SSM3K35FS

SSM3K36FS

SSM3K56FS

SSM3K44FS

SSM3K72FS *

SSM3J35FS

SSM3J36FS

SSM3J15FS

If you want to use any devices listed above for "Unintended Use" including automotive applications, contact your local Toshiba sales representative.
車載含む特定用途でご使用の場合は、当社営業窓口へご連絡ください。
For detailed information about individual MOSFETs, visit our website or see the SEMICONDUCTOR GENERAL CATALOG.
個別の製品の詳細につきましては、ウェブサイトまたは東芝半導体製品総覧表にてご確認ください。

Note (1): With protection Zener diode between gate and source.
ゲート・ソース間保護ツェナーダイオードあり。

*: New Product   **: Under Development
*: 新製品　**: 開発中

*: New Product   **: Under Development
*: 新製品　**: 開発中

: Guaranteed at up to 175˚C
: 175℃対応品です。

TK50S04K3L (1)

TK65S04N1L (1)*

TJ15S06M3L (1)

DPAK+

PS-8 TSON Advance SOP Advance

23



MCU

Power
Supply

Pre-
Driver Pump

Motor
(Brushless)

M

Brushless motor application
ブラシレスモータタイプ

Power
Supply
Circuit

Signal
Conditioning

Circuit

MCU

Driving Speed Sensor

EPS ECU

Current
Monitor
Circuit P

re
-D

ri
ve

r

Pre-
Driver

Pre-
Driver

Steering-
Wheel
Angle

Sensor

B
a

tt
e

ry

Pre-
Driver

Pre-
Driver

Pre-
Driver

EPS
Motor

M

Brushless motor application
ブラシレスモータタイプ

Power
Supply
Circuit

Signal
Conditioning

Circuit

MCU

Relay

Driving Speed Sensor

EPS ECU

Current
Monitor
Circuit

Pre-
Driver

EPS
Motor

Steering-
Wheel
Angle

Sensor

Steering-
Torque
Sensor

B
a

tt
e

ry

M

Brushed motor application
ブラシ付きモータタイプ

Steering-
Torque
Sensor

EPS systems are finding widespread use in automobiles to improve mileage. Here are block diagrams of EPS systems that use power 

MOSFETs for motor driver, power supply and motor relay applications in EPS systems.

燃費向上のため搭載が進む電動パワーステアリング（EPS）の、モータドライバ、電源・モータリレー用のパワーMOSFETを中心としたシステム構成図です。

Electronic Power Steering (EPS) System　電動パワーステアリング

Electric motor pumps are becoming increasingly used in various 

automotive applications in order to improve mileage. The DPAK+ 

Series features ultra-low ON-resistance due to the use of a 

nanoscale silicon process and a low-resistance Cu connector 

structure.

燃費向上のため各種ポンプの電動モータ化が進んでいます。DPAK+シリーズ
は、シリコンチップの超微細加工技術とCuコネクタによる低接続抵抗の融合
によって超低オン抵抗を実現した新製品です。

Pump Motors　ポンプモータ

Applications and Recommended Products　アプリケーションと推奨製品

System Block Diagram　システム構成図

DPAK+

SOP Advance

TSON Advance

Block
ブロック

Package
パッケージ

Part Number
品番

Polarity
極性
Nch

Nch

Nch

Pch

Pch

Pch

Nch

Nch

Pch

Pch

Nch

Pch

Rel.Level
信頼性レベル

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(B)

−

(B)

(B)

(B)

(B)

VDSS

(V)

40

40

40

–40

–40

–40

40

40

–40

–40

40

–40

lD
(A)

35

65

100

–40

–60

–80

40

60

–35

–60

30

–30

Tch
(˚C)

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

10.3

4.3

2.3

9.1

6.3

5.2

5.7

3.3

10.5

5.0

8.1

12.3

TK35S04K3L

TK65S04N1L

TK100S04N1L

TJ40S04M3L

TJ60S04M3L

TJ80S04M3L

TPCA8085

TPCA8083

TPCA8124

TPCA8122

TPCC8069

TPCC8106

Motor Control 
Reverse battery 

protection
モータ制御

バッテリ逆接保護

RDS(ON) max
(m )

(A)  AEC-Q101 適合(A)  AEC-Q101 Qualified

(A)  AEC-Q101 適合
(B)  AEC-Q101 検討中

(A)  AEC-Q101 Qualified
(B)  AEC-Q101 Under consideration

DPAK+

TO-220SM(W)

Block
ブロック

Package
パッケージ

Part Number
品番

Polarity
極性
Nch

Nch

Nch

Nch

Rel.Level
信頼性レベル

(A)

(A)

(A)

(A)

VDSS

(V)

40

40

40

40

lD
(A)

65

100

100

200

Tch
(˚C)

175

175

175

175

4.3

2.3

3.0

0.9

TK65S04N1L

TK100S04N1L

TK100F04K3L

TK200F04N1L

Motor Control 
Semicon. Relays

モータ制御
半導体リレー

RDS(ON) max
(m )
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HVAC systems are migrating to brushless motors to improve mileage. The power 

MOSFETs for HVAC applications feature ultra-low ON-resistance due to the use of a 

nanoscale silicon process and a low-resistance Cu connector structure, reducing the 

power consumption of the electronic control unit (ECU). Additionally, the Cu connector 

structure provides a higher power cycling capability than aluminum (Al) wire bonding.

燃費向上のため、自動車用空調システム（HVAC）のブラシレスモータ化が進んでいます。シリコンチップ
の超微細加工技術と、Cuコネクタによる低接続抵抗の融合によって、超低オン抵抗を実現し、ECUの低消
費に貢献します。また、Cuコネクタ構造は、アルミボンディングタイプに対し、高パワーサイクル耐量を実
現しています。

Heating, Ventilation and Air-Conditioning (HVAC)

自動車用空調システム

Electric parking brake (EPB), power sliding doors, 

precrash seat belt tensioners

駐車ブレーキ／パワースライドドア／プリクラッシュシートベルト

Automotive junction boxes come in two types: those using mechanical relays and 

those using MOSFETs as semiconductor relays. To meet the needs of 

mechanical-relay drive applications, Toshiba has developed the SSM3K337R, a 

MOSFET in a small package (with 85% of the mounting area of the predecessor) that 

has active clamping circuitry for inductive loads. Toshiba also offers power MOSFETs 

in DPAK+ and TO-220SM(W) packages suitable for semiconductor relay applications.

ジャンクションボックスには、メカリレーを使用するものと、メカリレーに代わる半導体リレーとして
MOSFETを使用するものがあります。メカリレーを駆動するMOSFETとしては、誘導負荷に強いアクティ
ブクランプ構造で小型パッケージ（従来より実装面積比85％）を採用したSSM3K337Rを開発しました。一
方、半導体リレーとしては、DAPK+パッケージ、TO-220SM(W)パッケージなどのパワーMOSFET製品が
あります。

Junction Box　ジャンクションボックス

Nowadays, more and more automotive applications rely on electronic control, 

including electric parking brakes (EPB), power sliding doors and precrash seat belt 

tensioners. The H-bridge circuit configuration is most commonly used to drive motors 

for these  applications. Fabricated using the latest silicon process, the DPAK+ 

MOSFET Series for motor drive applications delivers low on-resistance, as well as low 

wiring resistance by the use of a Cu connector. These characteristics combine to help 

reduce the system power consumption.

駐車ブレーキ（EPB）、パワースライドドア、プリクラッシュシートベルトなどのアプリケーションも電子
制御化が進んでいます。モータ駆動は、Hブリッジ構成が主流となっています。モータ駆動用MOSFETの
DPAK+シリーズは、最新世代シリコンチップによるさらなる低オン抵抗と、Cuコネクタ構造による低接続
抵抗を実現しており、低消費電力に貢献します。

DPAK+

TO-220SM(W)

Block
ブロック

Package
パッケージ

Part Number
品番

Polarity
極性
Nch

Nch

Nch

Nch

Nch

Nch

Nch

Rel.Level
信頼性レベル

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(B)

VDSS

(V)

40

40

60

60

40

60

100

lD
(A)

65

100

80

90

100

100

160

Tch
(˚C)

175

175

175

175

175

175

175

4.3

2.3

5.5

3.3

3.0

5.0

2.4

TK65S04N1L

TK100S04N1L

TK80S06K3L

TK90S06N1L

TK100F04K3L

TK100F06K3

TK160F10N1

Motor Control 
Reverse battery 

protection

モータ制御
バッテリ逆接保護

RDS(ON) max
(m )

DPAK+

TO-220SM(W)

Block
ブロック

Package
パッケージ

Part Number
品番

Polarity
極性
Nch

Nch

Nch

Nch

Nch

Nch

Nch

Rel.Level
信頼性レベル

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

VDSS

(V)

40

40

60

40

40

60

60

lD
(A)

65

100

90

100

200

100

130

Tch
(˚C)

175

175

175

175

175

175

175

4.3

2.3

3.3

3.0

0.9

5.0

3.4

TK65S04N1L

TK100S04N1L

TK90S06N1L

TK100F04K3L

TK200F04N1L

TK100F06K3

TK130F06K3

Motor Control
モータ制御

RDS(ON) max
(m )

SOT-23F

UFM

DPAK+

DPAK+

TO-220SM(W)

Block
ブロック

Package
パッケージ

Part Number
品番

Polarity
極性
Nch

Nch

Nch

Nch

Nch

Nch

Rel.Level
信頼性レベル

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

VDSS

(V)

38

60

34

40

40

60

lD
(A)

2

2

2

100

200

25

Tch
(˚C)

150

150

150

175

175

175

200

580

295

2.3

0.9

18.5

SSM3K337R

SSM3K2615R

SSM3H137TU

TK100S04N1L

TK200F04N1L

TK25S06N1L

Mechanical Relay
メカリレー

Semicon. Relay
半導体リレー

Power Supply
電源

RDS(ON) max
(m )

(A)  AEC-Q101 適合(A)  AEC-Q101 Qualified

(A)  AEC-Q101 適合(A)  AEC-Q101 Qualified

(A)  AEC-Q101 適合
(B)  AEC-Q101 検討中

(A)  AEC-Q101 Qualified
(B)  AEC-Q101 Under consideration
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